Influence du dopage du CdS :Al pour les cellules solaires a base de Sbh2Se3
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Le Sb,Ses est un semi-conducteur V-VI assez répandu sur Terre et non toxique ayant la particularité de
posséder une forte absorption optique dans le domaine du visible (Eg~1.2 eV), qui le rend attrayant
pour les applications photovoltaiques.

Dans ce travail nous montrons I'influence du dopage par I’Aluminium de la couche tampon de CdS
pour une cellule solaire a base de Sb2Se3 en couches minces. Le CdS est obtenu par bain chimique
associé a différentes concentrations de Al*3 (de 0.1 & 0.7 mol). Le Sb,Ses quant a lui est réalisé par
pulvérisation d’une couche de Sb déposée sur une couche de Mo associé a une post sélénisation et
un traitement thermique adapté et optimisé [1].

Les résultats de cette collaboration franco-chinoise sont trés intéressants puisque a minima le
rendement atteint passe de 6.81% a 8.41% pour une concentration optimale de 0.5 mol comme
représenté sur la figure n°1 et le tableau n°1.
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Fig n°1 : Courbes expérimentales I-V en fonction du dopage Tableau n°1 : Influence du dopage du CdS avec de I'Al*3
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